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前　　言

　　本标准修改采用ＳＥＭＩＭＦ１９８２１１０３《热解吸附气相色谱法评估硅片表面有机污染物的方法》。

本标准对ＳＥＭＩＭＦ１９８２１１０３格式进行了相应调整。为了方便比较，在资料性附录Ｂ中列出了本标准

章条和ＳＥＭＩＭＦ１９８２１１０３章条对照一览表。并对ＳＥＭＩＭＦ１９８２１１０３条款的修改处用垂直单线标

识在它们所涉及的条款的页边空白处。

本标准与ＳＥＭＩＭＦ１３８９０７０４相比，主要技术差异如下：

———去掉了“目的”、“关键词”；

———将实际测试得到的单一试验室的精密度结果代替原标准中的精度和偏差部分，并将原标准中

的精度和偏差部分作为资料性附录Ａ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会提出。

本标准由全国半导体设备和材料标准化技术委员会材料分技术委员会归口。

本标准起草单位：信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研

究所。

本标准主要起草人：王奕、褚连青、李静。

Ⅰ

犌犅／犜２４５７７—２００９



热解吸气相色谱法测定

硅片表面的有机污染物

１　范围

１．１　本标准规定了硅片表面的有机污染物的定性和定量方法，采用气质联用仪或磷选择检测器或者两

者同时采用。

１．２　本标准描述了热解吸气相色谱仪（ＴＤＧＣ）以及有关样品制备和分析的相关程序。

１．３　本标准的检测限范围取决于被检测的有机化合物，比如碳氢化合物（Ｃ８～Ｃ２８）的检测范围就是
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１．４　本标准适用于硅抛光片和有氧化层的硅片。

１．５　本标准中包含了两种方法。方法Ａ适用于切割后的硅片，方法Ｂ则适用于完整的硅片。两种方

法的不同点在第７部分中有详细描述。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＡＳＴＭＤ６１９６　吸附剂的选择和取样／热解吸分析程序检测空气中的挥发性有机物

３　术语、定义和缩略语

下列术语和定义及缩略语适用于本标准。

３．１　术语和定义

３．１．１

空白晶片　犫犾犪狀犽狑犪犳犲狉

一片经过热处理但未吸收任何有机污染物的硅片。

３．２　缩略语

ＡＥＤ———ａｔｏｍｉｃｅｍｉｓｓｉｏｎｄｅｔｅｃｔｏｒ　原子发射检测器

Ｃ１６———ｎｈｅｘａｄｅｃａｎｅ，ｎＣ１６Ｈ３４　正十六烷

ＦＩＤ———ｆｌａｍｅｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｄｅｔｅｃｔｏｒ　火焰离子化检测器

ＦＰＤ———ｆｌａｍｅｐｈｏｔｏｍｅｔｒｉｃｄｅｔｅｃｔｏｒ　火焰光度检测器

ＧＣ———ｇａｓｃｈｒｏｍａｔｏｇｒａｐｈｙ　气相色谱

ＭＳ———ｍａｓｓｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｅｒ　质谱

ＮＰＤ———ｎｉｔｒｏｇｅｎ／ｐｈｏｓｐｈｏｒｕｓｔｈｅｒｍｉｏｎｉｃｉｏｎｉｚａｔｉｏｎｄｅｔｅｃｔｏｒ　氮磷检测器

ＴＢＰ———ｔｒｉｂｕｔｙｐｈｏｓｐｈａｔｅ，（Ｃ４Ｈ９Ｏ）３ＰＯ　磷酸三丁酯

ＴＣＥＰ———ｔｒｉｓ（２ｃｈｌｏｒｏｅｔｈｙｌ）ｐｈｏｓｐｈａｔｅ，（ＣｌＣＨ２ＣＨ２Ｏ）３ＰＯ　磷酸三（２氯乙基）酯

ＴＤ———ｔｈｅｒｍａｌｄｅｓｏｒｐｔｉｏｎ　热解吸
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